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Be s chr e ibunq 

AUFGABE DER ERFINDUNG 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum 
Nachweis von ionisierender Strahlung mittels eines Dosimeters 
anzugeben, das einen MOS-FET-Transistor mit einem Floating- 
Gate auf weist . Weitere Aufgaben der Erfindung sind ein 
Dosimeter zur Durchfiihrung des Verfahrens und die Verwendung 
des MOS-FET- Trans is tors zum Nachweis von ionisierender 
Strahlung. 

ZIELE 

Von einer Vorrichtung zum Nachweis von ionisierender Strah- 
lung konnen folgende Eigenschaf ten verlangt werden: 

1. Einfacher Aufbau. 

2. Fahigkeit zum Betrieb als ein "passiver" Detektor, d. h. 
ohne eine Energieversorgung, bei der integrierten 
Strahlendosismessung . 

3. Ausreichende Empf indlichkeit (< 1 mrem oder 1 fiSv) , um 
den Einsatz bei der Strahlungsuberwachung bezuglich Per- 
sonen und Umgebung zu ermog lichen . 

4. Ausreichende Breite am unteren Ende des Energiebereichs 
zum Nachweis von Rontgenstrahlung mit niedriger Energie, 
und von Gammas trahlung, ausgehend von 10 keV oder da run - 
ter. 
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5. Fahigkeit zum Nachweis geladener Teilchen, wie Beta-, 
Protonen- und Alphateilchen, sowie von Neutronen, wo die 
den Detektor umgebende Konf iguration geeignet ist. 

5 6, Zerstorungsfreies und direkt lesbares elektronisches Aus- 
lesen von Dosis/Dosisleistung, wodurch die Konstruktion 
von direkt lesenden Instrumenten moglich ist. 

7. Einf aches und kostengunstiges Ausleseverf ahren, wodurch 
10 die Konstruktion von direkt lesenden Dosimetern im 

Taschenf ormat moglich ist. 



STAND DER TECHNIK 



15 Vorrichtungen, welche die oben genannten Eigenschaf ten auf- 
weisen, sind jedoch nicht bekannt . Gemafi dem Stand der 
Technik konnen beispielsweise folgende Vorrichtungen zum 
Nachweis von ionisierender Strahlung eingesetzt we r den: 

20 1. PHOTOIiUMINESZENZGLASDOS IMETER 

Das Photolumineszenzglasdosimeter erfullt die meisten der 
oben genannten Erfordernisse, ausgenommen das letzte, welches 
ein einf aches und kostengunstiges Ausleseverf ahren betrifft. 

25 Dies ist auf die Tatsache zuruckzuf uhren, daS gegenwartig 
verwendete Ausleseverf ahren auf hochprSzisen UV-Lichtquellen 
beruhen, die zum Messen von Fluoreszenzlicht mit optischen 
Filtern und Fluoreszenzdetektoren kombiniert werden, wenn das 
Material einer UV-Strahlung ausgesetzt wird. Zusatzlich ist 

30 das bei diesem Verf ahren eingesetzte Material, d. h. Phos- 
phatglas, gegenuber Umwelteinf lussen empfindlich und erf or- 
dert bei der Handhabung und beim MeSvorgang groSe Vorsicht. 



P:\TEX-nPATENTV46l06BES.DOC 



2 . KAPAZITIVES DOSIMETER 

Das am besten bekannte kapazitive Dosimeter ist das 
sogenannte QFD (Quarzf aserdosimeter) , das auch als PIC oder 
Pocket Iron Chamber bekannt ist. Es verbindet ein kapazitives 
Dosimeter mit einem integrierenden Elektrometer , das der 
Benutzer durch Betrachten der Position der Faser, d. h. der 
Abweichung der Faser, ablesen kann. Im Prinzip erfullt das 
kapazitive Dosimeter alle vorgenannten Erf ordernisse , mit 
Ausnahme der Tatsache, daS ihm ein einf aches und zerstorungs- 
freies elektronisches Ausleseverf ahren fehlt. 

Elektronische Ausleseverf ahren auf der Basis einer optischen 
Bestimmung der Position der Elektrometerf aser wurden schon 
fruher entwickelt . Diese Verf ahren haben aber beim Auslesen 
einer Vorrichtung im Taschenf ormat nicht zuf riedenstellend 
f unktioniert . Andere kapazitive Dosimeter, einschlieSlich so- 
genannter Elektretdosimeter / haben auch keine zerstorungs- 
freie Ausleseverf ahren. 

3 . MOS -DOS IMETER 

Das MOS-Dosimeter basiert auf dem Einfangen von Dauer- 
ladungen, die den auf Strahlung zuruckzufuhrenden Abbau der 
isolierenden Siliciumdioxidschicht in einem MOS -FET- Transis- 
tor verursachen. Diese Vorrichtungen erfullen alle anderen 
Anforderungen aufier jener einer genugenden Empf indlichkeit . 
Sie sind deshalb zur Messung von hohen Dosen, ausgehend von 
etwa 1 rem oder 10 mSv geeignet. 

Ein bekanntes MOS-Dosimeter ist in der US-Patentverof f ent- 
lichung Nr. 4788581. beschrieben. Bei diesem Dosimeter liegt 
eine Siliciumoxidschicht mit einem Floating-Gate vor, das 
darin auf dem Siliciumsubstrat eingebettet ist, zum Sammeln 
von Ionenpaaren aus einem Feststof f . Da die Mobilitat der 
Ionenpaare in einem Feststof f schlecht ist, wird dem 
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Floating-Gate ein Live-Gate hinzugefugt , um eine wirkungs- 
vollere Aufnahme von Ladungen an dem Floating-Gate zu ermog- 
lichen. Dies bedeutet, daS bei dieser Vorrichtung die Flache 
zwischen den Gates eine strahlungsempf indliche Flache bildet. 

Aufgrund des Aufbaus des in der US-Patentverof f entlichung 
4788581 dargestellten Dosimeters ist dessen Empf indlichkeit 
schlecht. Es eignet sich zum Messen einer Strahlung mit einer 
Intensitat von 1 rem oder 10 mSv oder mehr. Es ist deshalb 
fur die Uberwachung von Strahlung bei Personen unge eignet , 
was eine MeSempf indlichkeit im Bereich von 1 fiSv oder 
0 , 1 mrem erf ordern wurde . 

Der groSte ubliche Nachteil von Strahlungsme&vorrichtungen 
besteht darin, daS die Wirkung der Strahlung permanent oder 
zumindest n quasi -permanent " ist. Dies bedeutet, daS eine 
spezielle Behandlung erforderlich ist, um die Wirkungen der 
Strahlung umzukehren , um die Vorrichtungen wiederverwendbar 
zu tnachen . Ein allgemeines Erfordernis ist es jedoch, dafi die 
Strahlungsmefivorrichtung elektrisch reversibel ist . 

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG 

Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, die oben 
genannte Schwierigkeit auszuraumen sowie zu einem neuen 
Verfahren und einer neuen Vorrichtung zu gelangen, welche die 
vorgenannten Nachteile nicht aufweisen. 

Dieses Ziel wird durch das im Anspruch 1 angegebene Verfahren 
und das im Anspruch 8 def inierte Dosimeter erreicht. 

Das beanspruchte erf indungsgemaSe Verfahren ist dadurch 
gekennzeichnet, daS man die ionisierende Strahlung durch 
einen of f enen Luf t- oder Gasraum oder einen geschlossenen 
Luft- oder Gasraum hindurch auf die Ober flache des Float ing- 
Gate einwirken la£t, so daS auf der Oberflache des Gates eine 
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unbedeckte Flache oder eine durch einen Leiter, Halbleiter 
Oder dunnen Isolator bedeckte Flache vorliegt. Die Dicke des 
Isolators ist nicht grofier als beispielsweise 5 mm, um den 
Durchgang von Ladungen bis zum tatsachlichen Gates noch zu 
ermoglichen. Jedoch ist vorzugsweise ein Teil der Oberflache 
des Gates vollstandig unbedeckt . 

Die Erfindung beruht auf dem Messen der Wirkung von ionisie- 
render Strahlung auf eine elektrische Ladung, die in der 
Kapazitanz des Floating-Gates eines MOS-FET- oder eines 
Metall-Oxid-Silicium-Transistors gespeichert ist. Es ist be- 
kannt, daS die Ladungsruckhalteeigenschaf ten von MOS-FET-Vor- 
richtungen, die Floating-Gates aufweisen, hervorragend sind. 
Deshalb sind sie fur die Konstruktion von permanenten 
Speichern gut geeignet, die sowohl digitale als auch analoge 
EPROM- und EEPROM-Speicher beinhalten. 

Bei einer typischen MOS-FET-Speicherzelle besteht unter 
"passiven" , vorspannungsf reien Bedingungen das ef f ektive 
strahlungsempf indliche Vo lumen hauptsachlich aus der 
isolierenden Oxidschicht . Dies bedeutet , . daS das Volumen der 
strahlungsempf indlichen Substanz so klein ist, daS diese Vor- 
richtungen fur ionisierende Strahlung, ausgenommen bei sehr 
hoher Dosis (> 1 kRad) nicht auf nahmef ahig sind. 

Die Erfindung beruht deshalb auf einer Zunahme des wirksamen 
strahlungsempf indlichen Volumens, beispielsweise durch Ein- 
fuhren eines kleinen Gasvolumens in einen Raurn, der von einem 
relativ dicken Wandmaterial umgeben ist, wobei dieser Raum 
das Gate des MOS - FET-Trans is tors , der mit einem Floating-Gate 
ausgerustet ist, direkt umgibt . Der Zweck des Gasvolumens und 
des Wandmaterials ist es, als effektives Stoff volumen wirksam 
zu sein, in dem die Ionisierung stattf indet . 

Die Elektronen oder positiven Ionen, welche in diesem Gas- 
volumen entstehen, werden mittels des Gates gesammelt, und 
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zwar durch die Wirkung des elektrischen Feldes, welches das 
Gate umgibt, nachdem es zuerst bis zu einem geeigneten Po- 
tential aufgeladen worden ist. Die Anf angsladung wird in 
ublicher Weise erreicht, z. B. durch die Anwendung der FN- 
Tunneltechnik . 

Durch Messen der Leitf ahigkeit des Drain- Source -Kanals des 
Transistors kann die Menge der Gate-Ladung bestimmt werden, 
ohne die Ladung selbst zu zerstoren. Dies ist analog dem Aus- 
lesen der Inf ormationen, die in einem analogen EEPROM- 
Speicher gespeichert sind. 

Die Gesamtenipf indlichkeit gegenuber Strahlung kann durch 
Andern der MOS-FET-Struktur auf dem Wege des Erhdhens oder 
Erniedrigens der Gate-Kapazitanz wie gewunscht eingestellt 
werden . Zur Verringerung der Empf indlichkeit kann eine 
externe parallele Kapazitanz benutzt werden. 

Das Energieansprechvermogen des Detektors kann durch die Aus- 
wahl eines geeigneten Gases, des Gasdrucks und des den 
Gasraum umgebende Wandmaterials festgelegt werden. Wenn das 
Volumen des Gases , der Gasdruck und das umgebende Wand- 
material derart ausgewahlt werden, da£ sie einem Gewebe 
Equivalent sind, ist das dosimetrische Ansprechvermogen des 
Detektors ahnlich jenem von menschlichem Gewebe und 
ermoglicht es, ein gewebeaquivalentes Personendosimeter zu 
konstruieren . 

ZE I CHNUNGEN 

Die Erfindung wird in den folgenden Beispielen unter Bezug- 
nahme auf die beigefugten Zeichnungen beschrieben. Darin 
zeigen 

Fig. 1 die Darstellung eines Querschnitts eines Detektors 
gemafi der Erfindung; 
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Fig. 2 eine Darstellung entsprechend Fig. 1, wobei eine 
zweite Ausf uhrungsf orm des Detektors erlautert wird; 

Fig. 3 eine Darstellung entsprechend Fig. 1, wobei eine 
dritte Ausfuhrungsf orm des Detektors erlautert wird; 

Fig. 4 eine Darstellung entsprechend Fig. 1, wobei eine 
vierte Ausf uhrungsf orm des Detektors erlautert wird; 

| Fig. 5 eine Darstellung entsprechend Fig. 1, wobei eine 

funfte Ausfuhrungsform des Detektors erlautert wird; 

Fig. 6 eine Strahlungsauslesevorrichtung des Detektors gemaS 
15 Fig. 5; 

Fig. 7 eine sechste Ausfuhrungsform des Detektors. 

BESCHREIBUNG DER ZE I CHNUNGEN 

20 

Fig. 1 zeigt eine Darstellung eines Detektors, der sich auf 
die Erfindung bezieht und in seiner einfachsten Ausfuhrung 
nur ein MOS-FET-Transistor 10 ist. An dem Gate 13 des 
^ Transistors 10 wird beispielsweise durch Anlegen einer aus- 

2 5 reichend hohen Spannung zwischen der Quelle 11 und dem Drain 
12 eine Ladung erzeugt . Dies fuhrt zu dem FN - Tunnel - Phanomen 
durch die Oxidschicht des Gate- Isolators 14 hindurch und 
bewirkt, daS das Potential in dem nichtverbundenen Gate, 
d. h. in dem Floating-Gate 13 , auf die gewunschte Ladung ge- 
30 bracht wird. 

Die Ladung auf dem Gate 13 kann allgemein entweder positiv 
Oder negativ sein, solange sie sich von der Ladung des 
Siliciumsubstrats 18 unterscheidet . Wenn der Transistor 10 
35 keiner ionisierenden Strahlung ausgesetzt ist # bleibt das 
Gate-Potential fur eine lange Zeit unverandert. Die Ladung 
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kann aus dem Gate 13 nur durch die isolierende Oxidschicht 14 
oder entlang deren Oberflache entweichen. 

GemaS Fig- 1 ist jedoch in dem Oxidschichtisolator 14 des 
Floating-Gates 13 des Transistors 10 ein Loch 17 ausgebildet, 
durch welches das Gate 13 in direktem Kontakt mit dem umge- 
benden Luftraum steht . Wenn der Transistor 10 einer ionisie- 
renden Strahlung ausgesetzt wird, erzeugt die Ladung an dem 
Gate 13 ein elektrisches Feld, das die aufgrund der St rah- 
lungswirkung in dem Luftraum gebildeten Ionen anzieht- Die 
Ionen werden aufgrund der Wirkung der Ladung an dem Gerat 13 
neutralisiert, wobei gleichzeitig die Ladung an dem Gate 13 
neutralisiert wird, d. h. eine Anderung in dem Potential des 
Gates 13 hervorgeruf en wird. Die Strahlungsdosis kann dann 
auf der Basis der GroSe der Potent ialanderung an dem Gate 13 
bestimmt werden. 

Andererseits entspricht der Transistor 10 in Fig* 2 im 
wesentlichen jenem in Fig. 1, jedoch weist er eine Platte 19 
auf, die vor dem Floating-Gate 13 angeordnet ist. 
Grundsatzlich ist jeder Feststoff fur den Einsatz in der 
Platte geeignet. Die Platte mug nicht unbedingt aus Metall 
oder gar einem leitfahigen Material bestehen. Die Platte 19 
ermoglicht aber eine wirksamere Bildung von Ionen, wenn der 
Transistor 10 einer ionisierenden Strahlung ausgesetzt ist. 
Die MeSempf indlichkeit wird so erhoht. Der Ort und die 
Anordnung der Platte 19 konnen auch zur Erhohung der 
Mefiempf indlichkeit in einer besonderen Richtung ausgenutzt 
werden . 

Fig. 3 zeigt einen Transistor 10, bei dem ein geschlossener 
Luft- oder Gasraum 24 mittels der Oxidschicht des Gate- Iso- 
lators 14 mit dem Floating-Gate 13 verbunden ist. Dieser Raum 
24 erhoht weiter die Bildung von Ionen, wenn der Transistor 
einer ionisierenden Strahlung ausgesetzt ist. Es kann gesagt 
werden, dafi in Verbindung mit dem Floating-Gate 13 des MOS- 
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FET-Transistors 10 eine Ioni sat ionskamraer gebildet worden 
ist . 

Fig. 4 zeigt einen Detektor, bei dem ein N-Kanal-MOS-FET- 
Transistor 10 in einer luf tgefullten Kammer 20 befestigt ist. 
Die Kammer besteht aus dunnem, beispielsweise 0,5 mm dickem, 
Aluminium. Die Wand 21 der Kammer 20 ist uber einen strom- 
begrenzenden Widerstand 16 mit der Quelle 11 des Transistors 
10 verbunden. Ein Leiter 15 steht mit dem Drain 12 des 
Transistors 10 in Verbindung und ist durch einen Isolator 23 
durch die Wand 21 der Kammer 20 hindurchgef uhrt . Das Gate 13 
des Transistors 10 wird ohne Verbindung gelassein, d. h. , es 
ist ein Floating-Gate. 

Das Gate 13 wird beispielsweise durch Anlegen einer aus- 
reichend hohen Spannung zwischen dem Drain 12 und der Wand 21 
ge laden, was zu dem FN - Tunnel - Phanomen durch den Gate- Iso- 
lator 14 hindurch fuhrt, wodurch das Gate-Potential auf einen 
Wert V g gebracht wird. Die anfangliche Leitf ahigkeit wird 
durch Anlegen einer geeigneten Spannung V dd zwischen dem Drain 
12 und der Wand 21 und Messen des sich ergebenden Drain- 
Source-Stroms I dsl gemessen. 

Wenn der Detektor keiner ionisierenden Strahlung ausgesetzt 
ist, bleibt das Gate-Potential fur einen sehr langen Zeit- 
raum, sogar fur mehrere Jahre, unverandert, weil die Ladung 
aus dem Gate nur durch die isolierende Oxidschicht 14 oder 
entlang deren Oberflache entweichen kann. 

Wenn die Kammer 20 ionisierender Strahlung ausgesetzt wird, 
werden in dem Luftraum 24 innerhalb der Kammer 2 0 Ionenpaare 
gebildet. Die Ionenpaare werden von der leitenden Wand 21 der 
Kammer 20 angezogen und eventuell durch die Wirkung der Elek- 
tronen in der leitenden Wand 21 neutralisiert . Die positive 
Ladung an dem Gate 13 zieht die Elektronen an, die sich 
eventuell an der Oberflache des Gates 13 angesammelt . haben, 
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wodurch also die Ladung an dem Gate 13 neutralisiert wird. 
Dies fuhrt zu einer Abnahme des Potentials V g . 

Die Leitf ahigkeit wird durch Einfuhren einer geeigneten 
Spannung V dd zwischen dem Drain 12 und der Wand 21 sowie durch 
Messen des sich ergebenden Drain-Source-Stroms I dg2 gemessen. 
Die integrierte Strahlendosis kann durch Vergleichen des 
Stroms Ids2f gemessen nach der Strahlung, mit dem Anfangsstrom 
Idsi bestimmt werden. Die Beziehung Strom- Strahlendosis kann 
durch Benutzen einer geeichten Strahlungsquelle bestimmt 
we r den. 

Fig. 5 zeigt einen Detektor, der im wesentlichen aus einem 
MOS-FET-Transistor 10 besteht, der in einem Gehause 20 
befestigt ist . In der Wand 21 des Gehauses 20 ist ein Loch 
ausgebildet, und zwar an der gleichen Stelle, wie das in dem 
Oxidschicht- Isolator 14 des Floating-Gates 13 des Transistors 
10 vorliegende Loch 17. Das bedeutet, daS das Gate 13 in di- 
rektem Kontakt mit dem umgebenden Luftraum steht . Wenn der 
Transistor 10 einer ionisierenden Strahlung ausgesetzt wird, 
bildet die Ladung an dem Gate 13 ein elektrisches Feld, das 
die in dem Luftraum aufgrund der Strahlung gebildeten Ionen 
anzieht . 

Bei dem Detektor, wie er in Fig. 5 gezeigt wird, wurde auch 
ein Leiter 22, der ein wirkungsvolleres Sammeln von Ionen er- 
moglicht, mit dem Floating-Gate 13 verbunden. Der ■ Leiter 22 
wird durch ein in das Gehause 20 eingearbeitetes Netz 25 ge- 
schutzt. Gleichzeitig bedeckt das Netz das Loch 17 in der 
Oxidschicht des Gate- Isolators 14. Urn zwischen der Quelle 11 
und dem Drain 12 eine Spannung anlegen und dementsprechend 
die Ladungszunahme zwischen beiden messen zu kdnnen, sind die 
Quelle 11 und das Drain 12 mittels der Leiter 26 und 27 mit 
den Leitern 28 und 29, die in der Wand 21 des Gehauses 20 
befestigt sind, verbunden. 
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Fig. 6 zeigt eine Strahlungsauslesevorrichtung 30, die das 
Ablesen der Strahlendosis, welcher der Detektor der Fig. 5 
ausgesetzt ist, ermoglicht. Fur das Ablesen werden die Leiter 
2 8 und 29 in der Wand 21 des Gehauses 2 0 des Detektors gemaS 
Fig. 5 in die Leiter 32 und 3 3 gedruckt, die sich in der Wand 
31 der Strahlungsauslesevorrichtung 30 befinden. Ferner sind 
diese Leiter 32 und 33 mittels Leiter 34 und 35 mit der MeS- 
elektronikeinheit 36 der Auslesevorrichtung 30 verbunden. 
Wenn der aus dem Transistor 10 gebildete Detektor und die 
Auslesevorrichtung 30 miteinander verbunden werden, kann die 
Strahlendosis an der Anzeigeeinheit 37 abgelesen werden. 

Fig. 7 zeigt einen Detektor, bei dem der MOS-FET-Transistor 
10 und die MeSelektronikeinheit 36 in dem gleichen Gehause 20 
angeordnet sind. Da der MeSteil 36, der mit einer Energie- 
quelle ausgerustet ist, mittels Leiter 26 und 27 mit dem 
Transistor 10 verbunden ist, kann die erhaltene Strahlendosis 
zu jeder Zeit an der Anzeigeeinheit 37 abgelesen werden. 

Bezuglich der vorstehend diskutierten Figuren ist zu beruck- 
sichtigen, daS ihre Abmessungen nicht entsprechend dem wahren 
MaSstab gezeichnet worden sind. Beispielsweise ist aus Grun- 
den der Klarheit der MOS-FET-Transistor in wesentlich ver- 
grofierter Form im Vergleich zum Rest der Anlage dargestellt. 
In Wirklichkeit kann der Transistor aus sehr dunnen Filmen 
hergestellt sein. 

Es ist jedoch ein wesentlicher Aspekt der Erfindung, daS die 
erhaltene Strahlendosis aufgrund der Ladungsanderung am Gate 
des MOS-FET-Transistors bestimmt wird. Die Strahlendosis kann 
auch zu jeder Zeit gemessen werden, ohne daS eine Entladung 
am Gate eintritt. Ein solcher passiver Gebrauchsmodus ist 
wirtschaf tlich, weil der Detektor keine Energiequelle 
aufweisen muS. 



P:\TEXT\PATENT\46106BES.DOC 



Die Erfindung verwendet ein Gas als Medium, und dies kann 
sogar zu einer ubermaSigen Empf indlichkeit fuhren, wenn der 
verwendet e Gasraum groS ist . Das Gate wird bis zu einem 
bekannten Ladungszustand aufgeladen. In diesem Fall erzeugt 
bei Anwesenheit einer Strahlung die Ladung an dera Gate ein 
elektrisches Feld in dem Gas, aufgrund dessen das Gate die in 
dem Gas gebildeten Ionen sammelt. Das Gehause oder das Netz 
schutzt vor Interferenz und erhoht die Ionisierung, da der 
Feststoff einer dicken Luftschicht entspricht . 

In dem Detektor gemafi der Erfindung ist es nicht notig, 
zwischen dem Floating-Gate und der davor angeordneten Platte 
ein elektrisches Feld auszubilden. Bekannte Detektoren ver- 
wenden Live-Gates. Wenn der MOS-FET- Trans is tor derart ange- 
ordnet wird, dafi sein Gate in direktem Kontakt mit einem Gas 
steht oder in anderer Weise diesem ausgesetzt ist, wie im 
Fall der umgebenden Luft, gibt es dazwischen nichts, was den 
Ladungsdurchgang wesentlich verhindern wurde. 

Fur einen Fachmann auf dem vorliegenden Gebiet ist es selbst- 
verstandlich, daS die verschiedenen Ausf uhrungsf ormen der 
Erfindung irmerhalb des Umfangs der unten vorgelegten 
Anspruche variieren konnen. 
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Patentanspruche 



1. Verfahren zum Nachweis von ionisierender Strahlung, wobei 
ein Dosimeter bereitgestellt wird, das einen MOS-FET- 



an dem Floating-Gate des MOS-FET- Transistors eine 
gewunschte Ladung ausgebildet wird, 

das Dosimeter einer ionisierenden Strahlung ausgesetzt 
wird, wodurch die Ladung an dem Floating-Gate geandert 
wird, 

die Anderung der Ladung des Floating-Gates bestimmt wird 

und auf der Basis der Anderung der Ladung an dem 
Floating-Gate die Strahlungsdosis bestimmt wird, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Oberflache des Floating-Gates 
unbeschichtet ist oder mit einer den Durchgang von Ladung 
ermoglichenden Beschichtung versehen ist und die 
beschichtete oder unbeschichtete Oberflache in Kontakt 
mit einem offenen oder geschlossenen Luft- oder Gasraum 
steht, wodurch das geladene Gate Ionen auffangt, welche 
in der Luft oder dem Gas durch die ionisierende Strahlung 
gebildet worden sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Oberflache des 
Floating-Gates unbeschichtet ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Oberflache des 
Floating-Gates mit einem Leiter oder Halbleiter beschich- 



Transistor mit einem Floating-Gate aufweist, 



tet ist. 



P:\TEXT\PATENTv46 106BES.DOC 



Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 3 , worin der 
Luft- oder Gasraum durch eine feste Platte hindurch der 
ionisierenden Strahlung ausgesetzt wird. 

Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, worin die 
Anderung der Ladung an dem Floating-Gate von dem Gas in 
dem Gasraum und dem Gasdruck abhangt . 

Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, worin der 
Luft- oder Gasraum von einem Wandmaterial umgeben ist . 

Verf ahren nach Anspruch 6 , worin das Vo lumen des Gases in 
dem Gasraum, der Gasdruck und das Wandmaterial derart 
ausgewahlt werden, daS sie einem Gewebe Equivalent sind. 

Dosimeter mit einem MOS-FET-Transistor , wobei der 
Transistor folgende Merkmale aufweist: 

Ein Siliciumsubstrat (18) ; 

eine Quelle (11) und ein Drain (12) an dem Substrat (18) ; 

eine Oxidschicht (14) an dem Substrat (18) , die minde- 
stens einen Teil der Quelle (11) und des Drains (12) 
bedeckt ; 

ein Floating-Gate (13) in der Oxidschicht (14) , die an 
ihrer Oberseite of fen ist # wobei mindestens ein Teil der 
Oberflache des Floating-Gates (13) von der Oxidschicht 
(14) umgeben und einem offenen oder geschlossenen Luft- 
oder Gasraum ausgesetzt ist, gegebenenf alls uber eine 
Beschichtung, die den Durchgang von Ladung ermdglicht. 

Dosimeter nach Anspruch 8, worin die .Oberflache des 
Floating-Gates (13) unbeschichtet ist. 
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10. Dosimeter nach Anspruch 8, worin die Oberflache des 
Floating-Gates (13) mit einem Leiter oder Halbleiter 
beschichtet ist. 

5 11. Dosimeter nach einem der Anspruche 8 bis 10, worin die 
Oberflache des Floating-Gates (13) von einer Wand umgeben 
ist, die einen Luft- oder Gasraum bildet. 

12. Dosimeter nach Anspruch 11, worin vor einer Offnung des 
10 Luft- oder Gasraums eine feste Platte (19) angeordnet 
) ist . 

13. Dosimeter nach einem der Anspruche 8 bis 12, worin das 
Dosimeter in einem Gehause (20) angeordnet ist sowie an 

15 einer Wand des Gehauses Verbindungsstellen (28, 29) 

angebracht sind und die Verbindungsstellen mit der Quelle 
(11) und dem Drain (12) des MOS-FET-Transistors verbunden 
sind. 

2 0 14. Dosimeter nach einem der Anspruche 8 bis 13, worin das 
Dosimeter ferner eine Zif f ernanzeigevorrichtung (30) mit 
Verbindungsstellen (32, 33) aufweist, die mit dem Dosime- 
ter verbunden werden konnen , um eine Bestimmung der 
Ladung an dem Floating-Gate (13) des MOS-FET -Transistors 
25 zu ermoglichen. 

15. Dosimeter nach einem der Anspruche 8 bis 14, das ferner 
eine elektronische MeSeinheit (36) zum Ablesen einer 
Ladung an dem Floating-Gate (13) aufweist. 

30 
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